2013412 H24H

FTFILAR—F ) —X DFETTHIIE D FEA

FEBERAN T —O R ETIGEHEEIR
Partl. ZFO0]) 74 X —,N2Z—H

. BE.HAOFBEAVT —IZEoTHEMIGRESISELZRRSESTE
T BRRORELGAVT —([FEREIZH>THEY . B EEMDAT—(FTED
: CHREMSZERE. F-AEEICHEFRBORYEAZRIESETHET .,
i SEIFFTLEL-PartlTIE, 7HBT T4 RD)— R A —81t Z Y LIF
T BHOPEFTLOHERC, PEICE ITHELEE. FETIZICET L
 REBEE AL ML TWEFE T LIR—rR T RHEROT7TVRL FEHR
AV —FDT—IEIEERLTHEY . RE53. FIF50& TELE-RBEEGE-TLY
FT BUCORRICCBAZCRM VNI NIEEFLET,
o [FBERSY—OHhEMGHAEESRID)—XTE, TEZGFERAVST —
FHESHRICHFT, B8 D DIERFEELRIALTLEET,
o 15X, PartléLT7 R I[TA R — bR F—81FHY EIFFELT=,
BIEREPATIER AT /ODYIITFOT AU A —IRERY LI, KREHKSE
DFETT. BEVEDLEI: () I F 08 K—4)

. o . . Tel: 03-5733-4971 sales@semiconportal.com
B HARHF LI TIUE—F 23T s semiconportal.eom




=| R

1. Alpha & Omega Semiconductor 2 7 . Maxim Integrated Products 39 EID)TE:S
1-1. PEFZLO#E 2 7—1. PEFZLOED 39 -

1—2 . hEIZEITSH5ELEEE 3 7—2. BEIZEITSTLEE 40 T
1—3. hRZZ—EA 7 7—3. hRET—EM 42 s
1—4 . hEMIHIZE T 506 REES 7 7—4 . RETHISIZE TS REEE 42 ot

2 . Analog Devices 9 8 . ON Semiconductor 44
2—1. FEFGEDHER 9 8—1. HEFZ LDH#® 44 e
2—2. hEIZEITHFELEE 10 8—2 . hEIZHITEHFELIEE 45
2—3 . hRAT—EjF 13 8—3. hRAT—EjF 49
2—4 . hEMIGIZHE T 556 TR ERRS 14 8—4 . mMETMIZIZH T 5L IR ELRE 49

3 . Fairchild Semiconductor 15 9. FEHDT—ALLE 51
3—1. FEFZ LDOH#R 15
3—2. mEICHITHE LIS 16 ADIttDE & FI5E LS HEB (RA)

3—3. ARAT—EIM 20 20104105 % | 2011 10A 8 | 2012410 M | 20135105 B
3—4 . EMIFIZH T HHEAREES 20 SUN—A& | SHEE .26 7,343 T.102 -

4 . Infineon Technologies 22 il b 175 196 181 g
4—1. PEFE DK 22 e Ty Y =
4—2 . hEIZHITRFELIEE 23 FERmL 68 75 7 -
4—3 . ARAT—EA 25 i LT 9. 7% 9.5% 10. 2% o ¥y
4—4 . REMISIZH T B IEREEE 26 Ton [eexr i i ol =

5. International Rectifier 28 R 7.8% 7.3% 6. 54 x. ¥y
5—1. EF‘EI%J:G)?E*? 28 N 9- v | 2REE 195 218 182 -
5—2. REISHITHE LEE 29 e ;ﬁ@fztﬂgi 19.3; 20. ;:u 23.?; -y :::
5—3. hRAT—EjF 31 DSP 2L 235 234 232 o
5—4 . hEMIHIZE TS RERE 32 PEELE 15 16 15 o

6 . Linear Technology 34 2HFEL . 26'7:;? 26532 26'72? :;ﬂ
6—1. PEFZLOHED 34 hEF%E 301 361 341 e
6—2. hEIZBITSELiEE 34 WAt 11.6% 12 1% 12 64 - %
6—3. hRET—EM 37

_ =] - E W .
6—4. MEFHICHFHIMmBE 38 MER 57R—< 2013%E12824B %=

L7"— k+PDFA Y CD{
EAf : 97, 200 (FisA)



	半導体ベンダーの中国市場開拓動向�
	スライド番号 2

